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1-) Asagida verilen sekil ve tablo1 deki verilen model tammimlamalarimi kullanarak
olusturdugumuz ag listesini kullanarak asagidaki siklarda verilen grafikleri elde ettik.
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Tablo 1 —Model parametreleri
PMOS :;:l .MODEL MOSN NMOS LEVEL=2 LD=0.15U TOX=200.0E-10
+ NSUB=5.36726E+15 VTO=0.743460 KP=8.00059E-05 GAMMA=0.543
wl + PHI=0.6 U0=655.881 UEXP=0,157282 UCRIT=31443.8
+ DELTA=2,39824 YMAX=53260.9 XJ=0.25U LAMBDA=0.0367072
Win Vout + NFS=1E+12 NEFF=1.001 NSS=1E+11 TPG=1.0 RSH=70.00
+ CGOO=4.3E-10 CG50=4.3E-10 C1=0.0003 MI1=0.6585
M2, | + CISW=8.0E-10 MISW=0.2402 PB=0.58
— E] .MODEL MOSP PMOS LEVEL=2 LD=0.15U TOX=200.0E-10
+ NSUB=4.3318E+15 VTO=-0.7388601 KP=2.70E-05 GAMMA=0.58
4 PHI=0.6 U0=261.977 UEXP=0.323932 UCRIT=65710.8
== + DELTA=1.79192 ¥MAX=25694 XJ=0.25U LAMBDA=0.0612279
T Vss + NFS=1E+12 NEFF=1.001 NSS=1E+11 TPG=-1.0 RSH=120.6
+ CGD0O=4.3E-10 CGS0=4.3E-10 C1=0.0005 M1=0.5052
Sekil 1 — CMOS Tersleyici dinamik modeli | + C1SW=1.349F-10 MISW=0.2417 PR=0.64
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Yukaridaki grafikte Vdd 0-5V arasinda degisirken PMOS’un harcadig giicii elde ettik.
En fazla gii¢ harcanan yer Vdd 2,7V iken elde edilmistir.
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Yukarndaki grafikte Gii¢ tiiketimi (switching) anahtarlama sirasinda olmaktadir.
Anahtarlamada 0’dan 1’e giderken gii¢ daha cok harcanir c¢iinkii anahtarlama 0’dan
1’e giderken kapasitorii doldurmak icin giic harcamir. 0°’dan 1’e geciste ise kapasitor

2

bosalacagi icin giic harcanmaz. Pdyn = C * Vdd * f seklindedir. Period azaldikca
frekans artar. Bu nedenle period 100ns iken giic¢ tiiketimi 200 ns olandan daha fazla
ckmstir.

¢) Asagidaki grafiklerde kapasitor ve period ayni iken Vdd nin degisimine gore giic
tiiketimi gériilmektedir.
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Yukandaki grafiklerden Vdd voltajim 5V’dan 3V’a disiirdiigiimiizde gii¢ titketimi

diistiigii gozlenmektedir. Pdyn = C * Vdd2 *{ formiiliinden de goriildiigii gibi Vdd
voltaji diistitk¢e harcanan gii¢ azalmaktadir.

d)Asagidaki grafiklerde kapasitoriin degisimine gore giic tiiketiminin degisimi
goriilmektedir.
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Pdyn=C * Vdd2 *f formiiliinden de goriildiigii gibi kapasitor 2 katina cikarilirsa
harcana giiciinde iki katina ¢ikmasi gerekir yani kapasitor ile giic¢ tiiketimi dogru
orantihdir. Fakat simiilasyonda kapasitoriin degerini iki katina cikardigimizda gii¢
tiiketiminde bir degisiklik olmamustir.
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vdd tp Giig tiiketimi (W) | Gii¢ Gecikme Carpani(W)
(Gecikme siiresi)(ps)
v 3550 1.19%10° 4.23*10"°
15V 1850 2.6%10"° 4.81*10"°
2V 1350 4.7%10° 6.34%10 "
2.5V 1000 7.36%10" 7.4%10°"
3V 820 1.06%10" 8.7%10"
4v 850 1.93%10" 16.41%10"
5V 750 3.12%10" 23.4%10™"°
GG
¢ 25
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15
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Yukarida Vdd’ye karsi gii¢ gecikme carpam grafigi goriilmektedir. Bu grafik ve
degerleri inceledigimizde en iyi performans Vdd’nin 2.5V degerinde elde edilmistir.

Kisa kanalli mosfetlerde gecikme siireleri daha kisa olur bu nedenle direncgler ve
tp siireleri azalir. Fakat ortalama giic degerleri degismeyeceginden gii¢ gecikme
carpanminin azalmasi beklenir.



